[image: image1.jpg]


Universidade Federal do Rio Grande - FURG

10ª Mostra da Produção Universitária – MPU
Ciência, Tecnologia e Compromisso Social: um desafio para a Universidade


PROJETO DE UM BLOCO DE MÉMORIA SRAM NA TECNOLOGIA DE 16NM
Nome dos autores: Iuri Albandes Cunha Gomes, Cristina Meinhardt, Paulo F. Butzen 

Palavras Chave: SRAM, 16nm, Microeletrônica
Resumo 

Um computador é um conjunto de dispositivos capazes de armazenar e processar informações. Geralmente, um computador de propósitos gerais, possui quatro componentes principais, a Unidade Lógica Aritmética, a Unidade de Controle, os Dispositivos de E/S, e a Memória. O sistema de memória de um computador pode ser organizado de forma hierárquica, considerando a relação entre capacidade, desempenho e custo. Nestes sistemas, a memória primaria é rápida e volátil, e a memória secundária lenta e não volátil. A memória primária pode ser de dois tipos: memória estática (SRAM) ou dinâmica (DRAM). O objetivo deste trabalho é projetar um bloco de memória do tipo SRAM utilizando transistores da tecnologia de 16nm. A arquitetura desta memória é composta por Bloco de escrita, responsável pelo valor a ser guardado na célula de memória, Bloco Pré-carga, para equalização das bitlines, Bloco de Leitura, responsável por detectar pequenas variações nas bitlines para obter o valor guardado na célula, e a célula de memória de seis transistores, responsável por guardar o valor lógico desejado. O projeto foi descrito no simulador elétrico NGSPICE utilizando a tecnologia preditiva de 16nm. O funcionamento da SRAM foi verificado analisando as operações de hold, escrita e leitura, as tensões nas bitlines, nos nodos da célula e a saída do bloco de leitura. Tais dados mostram que a SRAM está armazenando corretamente os dados e realizando a leitura, hold e escrita sem destruir o valor contido na célula.
De 24 a 28 de outubro de 2011

FURG - Campus Carreiros


